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近年、シリコンフォトニクスの進展などにより、高効率光源として量子ドットが注目されてい

る[1]。特に、長距離光通信用 1.5 µm 帯 InAs 系量子ドットは高効率に発光するため、次世代高

性能多波長光源として注目されている。また、光量子コンピュータ用の高効率非線形光学素子と

しての展開も期待されている。しかし、InP 基板に格子整合する高インジウム組成の InAlGaAs 層

上に InAs を供給すると、インジウム付着原子により、1次元量子ダッシュ構造が形成される問題

があった[2]。今回我々は、InAlGaAs 層上に薄い GaAs 層を挿入することで、InP基板上で良質な

1.5 µm帯 InAs 量子ドットの形成を実現したので報告する。 

サンプルは n 型 InP 基板上に固体ソース分子線エピタキシー(MBE)装置を用いて作製した。

InP 基板上に格子整合する 200 nm In0.53Ga0.47As、100 nm In0.52Al0.48As、100 nm In0.52Al0.24Gal0.24As 

を成長した後、InAs 量子ドット層を成長する前に、0.5 nm GaAs 層を挿入した。量子ドット層は 

0.75 nm の In0.52Al0.24Gal0.24Asで部分キャップし、アニーリング後、更に 100 nm In0.52Al0.24Gal0.24As

で埋め込んだ。さらに、50 nm In0.52Al0.48Asを成長し、埋め込まれた量子ドットと同様に GaAs 層

と InAs 量子ドット層を形成した（図１）。成長したサンプルはフォトルミネセンス(PL)法および

原子間力顕微鏡(AFM)で評価した（図２）。GaAs 挿入層有りのサンプルは、量子ドットの形成が

確認され、量子ドットが形成されてない表面も平坦性を維持している。一方、GaAs挿入層無しの

サンプルでは表面が全体的に量子ダッシュ構造で覆われていた。また PL測定により、GaAs挿入

層有りのサンプルは、1.5 µm帯で発光するとともに、狭線幅(~40 meV)を有することを確認した。 
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